Laboration 1: Digitalkretskonstruktion / Digital konstruktion Il

Elektrisk karakterisering av enkla CMOS grindar

Drivférmda hos en CMOS grind

Konstruera en CMOS inverterare m.h.a Led och teknologin cyb_a (parametrarnai bilaga
1). Mét upp stig- och falltider for foljande CMOS inverterare:
(WIL)p/(WIL)h=1,2,40ch 8

Simuleramed Lsim i ADEPT-mode med en last pa 50fF pa utgangen. Plotta stig- och
falltider som funktion av (W/L)p/(W/L), i samma diagram.

Tips: For att 1agga till en last pa utgangen, editera Lsim-natlistan (.N) och lagg till
foéljande rad:
C CL c=50f s=? d=7;

Dimensionering av CMOS grind med symmetriskt omslag
Konstruera en NOR grind med lika langa stig- och falltider (tise = trar). Anvand nMOS
transistorer med min. storlek (default i Led).

Vilket blir forhdllandet mellan nMOS och pMOS transistorerna ?

Hur stammer forhallandet mellan transistorerna 6verens med forhdlandet i mobiliteten
for eektroner och hd ?

Matning av inkapacitans hos en CMOS grind
Mét upp inkapacitansen for NOR-grinden fran foregaende 6vning.

Vad & det som bidrar till kapacitansen ?
Hur kan man enkelt uppskatta inkapacitansen hos en CMOS grind ?

Tips: En resistans kan l&ggas till Lsim-nétlistan enligt foljande rad:
RRnr=? s=? d=7?;

Lastberoende grindférdrdjning

Mét upp intrinsiska och lastberoende grindfordrojningen for NOR-grinden. Plotta hur
stig- och falltiderna beror av den kapacitiva lasten.
Motivera eventuella avvikelser i ssimuleringsresultat mot forvantat resultat.

Redovisning av laborationen

L aborationsrapporten skall innehdlla simuleringsresultat och pa vilket sétt resultatet har
erhdllits



